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[緒言] SiC 溶液成長は，オフ角を設けた種結晶を用いてステップフロー成長を行うことで欠陥変換

が生じ，高品質の結晶が得られる [1]．ステップフロー成長の安定化には溶液流れの制御が重要で

あり，ステップフローと溶液流れの方向が同一であるとマクロステップが発達し表面荒れを生じ

るのに対し，対向する場合は安定したステップフローとなることが報告されている [2]．したがっ

て，オフ角を設けた種結晶を用いて軸対称な流れの下で成長を行うとステップフローと溶液流れ

の方向が同一である箇所が生じ，結晶全面でステップフロー成長を安定化させることは困難であ

る．そこで本研究では二種類の異なる溶液流れとなる条件を交互に切り替えて結晶成長を行うこ

とで，結晶全面で安定したステップフロー成長を実現させることを目的とした． 

[実験方法] 結晶成長シミュレーションソフト CGSim (STR Japan) を用いて溶液流れの計算を行っ

た．本実験で用いた実験条件の計算結果を Fig. 1に示す．坩堝及び種結晶の回転速度Ωc，Ωsを変

化させて計算を行い，種結晶表面近傍にて溶液流れが中心から外周へ向かう条件 (条件 1)，外周

から中心へ向かう条件 (条件 2) を見出した．条件１のみを用いた成長と，条件 1と 2を一度の成

長中に交互に切り替えて用いた成長を行った．結晶成長は 1°のオフ角を設けた 2inch種結晶を用

いて行った．成長温度は 1900℃とした．成長後の結晶表面のステップフロー上流部および下流部

の表面モフォロジーを微分干渉顕微鏡法で評価した． 

[結果と考察] 条件 1のみで成長した結晶では，ステップ

フローと溶液流れが対向する上流部では安定したステ

ップフローとなり (Fig. 2(a))，同一方向となる下流部で

は表面荒れが発生している (Fig. 2(b))．一方，条件 1と

2 を交互に切り替えて成長した結晶では，下流部の表面

荒れが解消されていることが分かる (Fig. 2(d))．これは，

条件 1においてのマクロステップの発達と，条件 2にお

いての，ステップフローと溶液流れの方向が対向するこ

とによるマクロステップの複数のステップへの分解を繰

り返したことで，安定したステップフローとなったため

であると考えられる． 
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Fig. 2: 成長した結晶の表面モフォロジー 

 

 

 

 

 
Fig. 1: 成長に使用した条件における溶液流

れの計算結果: (a)条件 1 (Ωc = 0 rpm，Ωs = 0 

rpm)，(b)条件 2 (Ωc = 40 rpm，Ωs = -20 rpm) 
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